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BERITA ACARA PERKULIAHAN
(PRESENTASI KEHADIRAN DOSEN)
SEMESTER GENAP TAHUN AKADEMIK 2022/2023
PROGRAM STUDI TEKNIK ELEKTRO S.1 & D.III -ISTN

Mata Kuliah : Elektronika Terpadu Semester : I
ISTN Dosen . (1)Irmayani (2) Edy Supriyadi | SKS 2
Hari/Jam : Senin /15.00 — 16.40 Kelas A
Jumlah mhs : 2 mahasiswa Ruang . C3
JML TANDA TANGAN
No. | TANGGAL MATERI KULIAH MHS DOSEN
HADIR
20 Maret | Pendahuluan 2 )
2023 - Koordinasi kuliah online . ‘
L - Orientasi materi £ %
- Aturan main kelas
Irmayani
27 Maret | Pengantar Proses Pabrikasi Rangkaian | 2 )
) 2023 Terpadu . .
: (contoh Dioda) ’\f"
Tugas 1. Semikonduktor
3 April 2 ‘
3 2023 Proses Pembuatan Wafer . M .
10 April 1 ‘
4 2023 Proses epitaksi dan Oksidasi . M .
17 April | Proses Fotolitografi 2 )
5 2023 (Quis : proses pabrikasi transistor npn) } Wt/x— ]
: (Tugas 2 proses pabrikasi transistor pnp) ’\f"
8 Mei 1 ‘ .
. 2023 | Proses leu5|. . . M ’\f"
Proses Metalisasi
15 Mei 2 _
7 2023 Pembahasan proses pabrikasi R,C monolitik . Mx— .
: (Tugas 3 dan Quis) ’\f"
2 _ .|
8 230'\2/':' UJIAN TENGAH SEMESTER (UTS) . Mx— AV

3. BAP Elektronika Terpaduklas A 22-23



BERITA ACARA PERKULIAHAN
(PRESENTASI KEHADIRAN DOSEN)
SEMESTER GENAP TAHUN AKADEMIK 2022/2023
PROGRAM STUDI TEKNIK ELEKTRO S.1 & D.lII -ISTN
Mata Kuliah : Elektronika Terpadu Semester : I
ISTN Dosen . (1)Irmayani (2) Edy Supriyadi | SKS D2
Hari/Jam . Senin / 15.00 — 16.40 Kelas A
Jumlah mhs : 2 mahasiswa Ruang . C3
JML TANDA TANGAN
No. | TANGGAL MATERI KULIAH MHS DOSEN
HADIR
5- Juni 1. Pembahasan Soal UTS dan Quis 2 %
2023 2. Pengantar MOS .
9, ) w vl
Edy Supriyadi
12 Juni 1. Teknologi MOS (Metal Oxide 2
10 2023 Semikonductor) ) .
' 2. Saklar CMOS . M oYl
19 Juni 1. Proses Pabrikasi Transistor MOS .
10 2023 2. Tugas 4 proses pabrikasi transistor p- 1 _ ’\f"
MOS . M
26 Juni 1. Proses Pabrikasi NAND GATE ) .
1. 2023 2. Tugas 5 Proses pabrikasi NOR GATE 2 . mx_' /\f-'
3 Juli _ v |
13, 2023 Pembahasan Tugas 2 . mx- /\f-'
10 Juli _ .
14 2023 Perancangan Layout NAND GATE 1 . M ’\f"
17 Juli Simulasi Perancangan Layout ) . |
15 2023 Rangkaian Log|l.<a Sederhana 2 . ( “; 5 ’\f"
Tugas 6 dan Quis
16. Zgoj;s“ UJIAN AKHIR SEMESTER (UAS) 2 R (Afix— NS~

3. BAP Elektronika Terpaduklas A 22-23



DAFTAR HADIR PESERTA KULIAH MAHASISWA
GENAP - REGULER - TAHUN 2022/2023

FAK | JURUSAN Teknik Elektro D3 HARI/ TANGGAL Senin
MATAKULIAH Elekironika Terpadu/ 434001 /4

KELAS/PESERTA A/2 JAM KULIAH 15:00-16:40
KURIKULUM 2018

DOSEN 1.Irmayani, Ir MT. RUANG
2.Eddy Supriyadi, Ir. MT.

Hal:1/1

TANGGAL PERTEMUAN
No NIM NAMA MAHASISWA JUMLAH

Q(ﬁT?//,’:[‘“/k\ Wi Sic ['Ye bls

1 18430006 BREMA ERIKSON BANGUN ‘Z ZI ﬁz ‘2! %E@ @z,
2 20430002 FIRDAN MAULANA GIBRANI y % a;-‘ dg‘ dF (g'

CATATAN : Mé‘\ 1023

Jakarta,

Perubahan peserta hanya diperkenankan bila ada

. . _ ‘Dosen Pengajar,
persetujuan tertulis dari Pelaksana Jurusan.

20/03/2023 (Irmayani, Ir.MT. )

Dipindai dengan CamScanner


https://v3.camscanner.com/user/download

DAFTAR HADIR
SEMESTER GENAP REGULER TAHUN 2022/2023

Irmayani, [r.MT.

Dosen

Program Studi :  Teknik Elektro
Matakuliah . Elektronika Terpadu
Kelas/Peserta : A/2

Jadwal Kuliah Senin, 15.00-16.40

No NIM NAMA % Hadir

20-Mar
27-Mar
3-Apr
10-Apr
17-Apr
8-May
15-May
5-Jun
12-Jun
19-Jun
26-Jun
3-Jul
10-Jul
17-Jul

Brema Erikson
of 1| 1| 1 1| 85.71429

1| 18430006 | Bangun 1( 1) 0f 2] 2| 1| 1| 1| 1
Firdan Maulana
2| 20430002 | Gibrani 1| 0| 2| 2f 2| 12| 0| 2| 2| 2| 2| 1{ 1 1| 85.71429

Jakarta, Juli 2023
Dosen Pengajar 1 Dosen Pengajar 2

Ir. Irmayani, MT. Ir. Edy Supriyadi, MT.




DAFTAR HADIR PESERTA UJIAN AKHIR SEMESTER
SEMESTER GENAP - REGULER - TAHUN 2022/2023
PROGRAM KAMPUS ISTN BUMI SRENGSENG INDAH

FAK | JURUSAN : Tekruk Elekiro D3
MATAKUUAH : Blekfronika Terpadu
KELAS / DOSEN : Allrmayani, Ir MT.
HARI | TANGGAL : Senin 24/07/2023
ISTN JAM UJIAN :15:00 - 16:40
PESERTA :2/12MHS
RUANG :C-1 Hal:1/1
NO TANDA KOMPONEN NILAI ANGKA NILAI AKHIR
No NIM NAMA MAHASISWA TANGAN -
DUDUK KULIAH [ TuGas | uTs | uas | ANGKA
KEHADIRAN | “voor™ | Jom | 30% | epox% | 1o0% |HYRUF
1 | 18430008 BREMA ERIKSON BANGUN LI B lgﬁ; 26 7o | 70 | 70 | 716 BT
2 | 20430002 FIRDAN MAULANA GIBRANI 2 2% 26 70 | éo | 60 | 646 R-

TANDA * DIKANAN NIM BERARTI UANG KULIAH BELUM LUNAS

PENGAWAS PESERTA UJIAN : . 2 MHS
NAMA
K ttd NAMA ttd Koordinator Pengawas Dosen Pengajar,
- 3.
2. 4
( ) ( Irmayani, Ir.MT. )

Dipindai dengan CamScanner


https://v3.camscanner.com/user/download

|IC CMOS

Teknologi Rangkaian Terpadu



MOS Transistor

S (1 Basic structure of a NMOS transistor

Source Drain

r Metal \ F’DI};ET Gate ME’?'

U
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Unoxidized
8 Silion Field Oxide
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22/05/2021

MOS Transistors as Switches

G
(gate)
D S
(dram) ~ (source)
G
S — D

irmayani

nMOS transistor:
Closed (conducting) when
Gate =1 (V)

Open (non-conducting) when
Gate = 0 (ground. 0V)

pMOS transistor:
Closed (conducting) when
Gate = 0 (ground. 0V)

Open (non-conducting) when
Gate=1(V

]:.DJ



22/05/2021

For nMOS switch, source 1s typically tied to ground and 1s used to pu/l-down signals:

-

— Qut

when Gate =1, Out =0, (OV)

when Gate =0, Out = Z (high impedance)

S

For pMOS switch, source 1s typically tied to Vpp. used to pull signals up:

5

s
when Gate =0, Out=1 (V_,)

when Gate = 1, Out = Z (lugh impedance)

L Qut

irmayani



Kombinasi saklar MQOS Seri

a o o1 3 1O 11
S .
: ) _ ¥ o e p
21 ’j~ o | OFF | OFF
l S22
= j - ' & 1 | oFF | ON
. 3 '
(u) L . '
S1 S :
e oo O , 10 t R oo |
i S
‘ j | - J F o ‘
=1 '_"1"’1 o| on | OFF
=3 s
oF o
:;? -—({ P \é \
(w) (o]

22/05/2021 : irmayani -



Kombinasi saklar MOS paralel

f E 3 S1 !
& g i L; ;l o| oFf | ON
S1 »— —(N[L} [;rJJ }-—-——-—~ S22 ﬁ:_:} S2
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Saklar n-MOS // p-MQOS = saklar CMOS

I

22/05/2021

C-SWITCH
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Konstruksi INVERTER CMQOS

ik 1 (VCO)
| INPUT c——% OUTPUT
INPUT -—-{p 5 ' -
6 NPUT et r— OUTPYT

OuTPYT | ‘ ot
' g L ——r QUTPYY

Y ivgeb
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Vdd
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P-substrate

22/05/2021 irmayani



\Vdd

\ss

\Vdd

QOut
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1. Grow ned oxice

O

P=type substrate

2. Etch oxide for pMOSFET
[ S E——
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5. Grow gate oxide
el [

p-type substrate I
6. Deposit polysilicon

o =l I
o \owe

22/05/2J!1 irmayani




7. Etch polysilicon and oxide

m
Lt s el

8. Implant sources and drains

p=type substrate

2222222



10. Etch nitnde

22/05/2021 icmay.ahi




11. Deposit metal

A ]

p-type substrate
12. Etch metal




Susunan saklar NAND gate

KARNAUGH MAP °
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(b)

(<)
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~— QUTPUT

——

~ QUTPUT

v
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N — INPUT NAND



Truth table dari NAND gate

DU DT ANSUMCH BNONTOL ADSHMOH BPSWOGH OUOm
B —

T L R
IR AL (R N
BN R I R
s B Tl R
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Susunan saklar NOR gate
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KARNAUGH MAP

QUTPUT
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- = -
QUTPUT

17——{ 'L 8 A-——{qc—iq ; n——{g

(b) -
3 n — INPUT NOR

CUTPUT

v — '

F'IGL_JRE 3 W7 2F A CMOS NOR gate

(<)
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Tahapan proses paterning SiO2
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Tahapan pabrikasi GATE transistor nMOS

a) Pak#xm'\ns.
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Tahapan proses cmos dan masker yg dibutuhkan

TAMPAK, SAMPING MASK ¢ TAMPAK ATAS)
FIELD OXLOE (FOX) . -
_— - - 4—-"" %
—
rué‘i
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Tahapan proses cmos dan masker yg dibutuhkan
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Perancangan dgn Diagram stick
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